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О Наl^rной деятельности кандидата в действителъные члены РАН по
специ€lльности кэлементнaш база и HayIHoe приборостроение) по

отделеншо информатики, вычислительной техцики и автоматизации
Мокерова Владимира Григорьевича

Член-корреспондент рАН В.Г.Мокеров явJUIется крупным
специ;lлистом в области техIIологии и приборов на
квантовОр;lзмерных гетероструIстурах поJtупроводниковых
соединений АзВs. основоположником этой области явJUIется
академик Ж.И.Алферов, который отIФыл гетеропереходы и первым
создал технологию высококачественных гетероструIсгур на
матери;lл;tх А.зВsi его школа В ФтИ им.А.Ф.Иоффе лидирует в
областИ разрабоТки гетерОпереходНых лzвеРов. В.Г.Мокеров .о.д-
В ирЭ рАН ЦентР технологии миIФо- и наноэлектроники,
специztлИзироваВ его па разрабоТкz}х технологии высокоскоростной
элементной базы систем обработки информации на квантово-
рuвмерных гетероструIсryр€ж полупроводниковых соединеНИй АзВs.
им И его коJIлективоМ разработана 0,2 мкм технологиrI с
применением электронНО-.Гцд19з6; литографии, обеспечивzlющzul
изготовление Свч-транзисторов и инт9|рzlльных схем на частотах до
l00 Ггц. Технология позвоJUIет достиtIь низкого ypoBHrI шумов
приемных радиоустройств и высокую мощность передающих
устройств в миJшиметровом диапzвоне радиоволн, открывrUI
возможность построениlI нового кJIасса радиолокаторов.

на основе исследований технологии б-легированных слоев
разработаны архитекryра и принципы проекгированиrI радиационно-
стойких арсенид-гzUIпиевых RISC процессов, схем пzIмяти и ряда
логиtIеских схем дJIя нzIвигационной аппараryры.
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В последнее время В.Г.Мокеров таюке работает над созданием
перспективных приборов на кв€lнтовых точк€tх в гетероструктурных
сверхрешетках.

Разрабатываемое В.Г.Мокеровым направление микро- и
наноэлекгроники на гетероструI(Tурах АзЦ удачно дополнrIет
основную линию рzввитиll IФемниевой микро- и наноэлектроники. Я
поддерживаю выдвижение В.Г.Мокерова в действительные .шены
РАН по укчвчlнной выше специальности и выражаю уверенность в

успешном рzlзвитии его работ в Щентре технологии миIФо- и
наноэлектроники ИРЭ РАН.

Академик р ,Д<:/l/,L/( .А.Вагrиев
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